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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月31日(2010.3.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定方向に間隔を隔てて設けられ、半導体チップがそれぞれダイボンディングされる複
数のダイパッドと、前記複数のダイパッドの各間において前記所定方向に延び、一方面が
前記ダイパッドの一方面と同一平面上に配置され、前記所定方向に延びる溝を前記一方面
に有するリード構成部材とを一体的に備えるリードフレームを用いて、半導体装置を製造
する方法であって、
　各前記ダイパッドの前記一方面と反対側の他方面上に半導体チップをダイボンディング
するとともに、各前記半導体チップを前記リード構成部材と電気的に接続するボンディン
グ工程と、
　前記ダイパッドの前記一方面および前記リード構成部材の前記一方面が露出するように
、前記溝に埋設された保護部材を含む前記リードフレームおよび前記半導体チップを封止
樹脂により封止する樹脂封止工程と、
　前記樹脂封止工程の後、前記保護部材を除去する保護部材除去工程と、
　半田濡れ性を有する金属材料を用いためっきにより、前記リード構成部材の前記一方面
および前記溝の内面にリードめっき層を形成するめっき工程と、
　前記溝を前記所定方向と直交する方向に横切るダイシングラインに沿って、前記溝の前
記所定方向の幅よりも狭い幅で、前記リード構成部材および前記封止樹脂を貫通して除去
する除去工程と、を含むことを特徴とする、半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記リード構成部材は、前記ダイパッドを取り囲むフレーム部と、基端部が前記フレー
ム部に接続されていて、遊端部が前記フレーム部に対して前記所定方向両側に前記ダイパ
ッドに向けて延びる複数のリードと、前記フレーム部を挟んで対向する前記リードの基端
部間に前記所定方向に延びる溝とを有し、
　前記除去工程は、前記リードの基端部側に、相対的に外側に配置される外側端面と、相
対的に内側に配置され、前記外側端面との間に段差を有する内側端面とが形成されるよう
に、前記フレーム部から前記リードを切り離す工程を含む、請求項１に記載の半導体装置
の製造方法。
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【請求項３】
　前記リードの切り離しの際に前記外側端面に生じるばりの長さが、前記溝の深さよりも
短い、請求項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記リードの遊端部に、前記リードの本体よりも薄い抜け止め部を形成する工程を含む
、請求項２または３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記リードの前記外側端面と前記内側端面との、上下方向における長さの比（外側端面
／内側端面）が、１未満である、請求項２～４のいずれか一項に記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項６】
　前記溝に、前記保護部材を埋設する保護部材埋設工程を含む、請求項１～５のいずれか
一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記保護部材埋設工程を、前記ボンディング工程後に行う、請求項６に記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項８】
　前記ボンディング工程に先立って、前記リード構成部材に前記溝を形成する工程を含む
、請求項１～７のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記リードめっき層を構成する前記金属材料が、Ｐｄ、Ｓｎ、Ｓｎ－Ｃｕ、Ｓｎ－Ａｇ
、Ｓｎ－Ｂｉのいずれかを含む、請求項１～８のいずれか一項に記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項１０】
　前記抜け止め部を、前記リードに対する潰し加工により形成する、請求項４に記載の半
導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記保護部材として、有機レジスト、金属レジスト、半田、金属めっき層、粘着剤のい
ずれかを含む部材を用いて前記保護部材埋設工程を行う、請求項１～１０のいずれか一項
に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記リード構成部材の一部を、前記所定方向と直交する方向に横切るダイシングライン
に沿ってダイシングすることにより、前記溝を形成する工程を含む、請求項１～１１のい
ずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記保護部材除去工程は、ウェットエッチング、ドライエッチング、前記リードフレー
ムおよび前記半導体チップの封止時に発生する封止熱による分解のいずれかにより、前記
保護部材を除去する工程を含む、請求項１～１２のいずれか一項に記載の半導体装置の製
造方法。
【請求項１４】
　ウェットエッチングによる前記保護部材除去工程において、アルカリ性水溶液をエッチ
ング液として用いる、請求項１３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　ウェットエッチングによる前記保護部材除去工程において、酸性水溶液をエッチング液
として用いる、請求項１３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記保護部材除去工程は、アルカリ性水溶液をエッチング液として用いるウェットエッ
チングにより、有機レジストからなる前記保護部材を除去する工程を含む、請求項１１に
記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
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　前記保護部材除去工程は、酸性水溶液をエッチング液として用いるウェットエッチング
により、金属レジストからなる前記保護部材を除去する工程を含む、請求項１１に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記除去工程は、前記溝の底面側からダイシングソーを入れることにより、前記リード
構成部材および前記封止樹脂を除去する工程を含む、請求項１～１７のいずれか一項に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項１９】
　前記溝を、エッチングにより形成する、請求項８に記載の半導体装置の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置の製造方法
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、配線基板との接続信頼性を向上させることができる半導体装
置の製造方法を提供することにある。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記目的を達成するために、半導体装置の製造方法の発明は、所定方向に間隔を隔てて
設けられ、半導体チップがそれぞれダイボンディングされる複数のダイパッドと、前記複
数のダイパッドの各間において前記所定方向に延び、一方面が前記ダイパッドの一方面と
同一平面上に配置されるリード構成部材とを一体的に備えるリードフレームを用いて、半
導体装置を製造する方法であって、各前記ダイパッドの前記一方面と反対側の他方面上に
半導体チップをダイボンディングするとともに、各前記半導体チップを前記リード構成部
材と電気的に接続するボンディング工程と、前記ボンディング工程の後、前記ダイパッド
の前記一方面および前記リード構成部材の前記一方面が露出するように、前記リードフレ
ームおよび前記半導体チップを封止樹脂により封止する樹脂封止工程と、前記複数のダイ
パッドの各間において前記所定方向と直交する方向に延びるダイシングラインに沿って、
前記リード構成部材の前記一方面側から所定幅の溝部を形成し、前記リード構成部材の一
部を前記封止樹脂とともに除去する溝部形成工程と、半田濡れ性を有する金属材料を用い
ためっきにより、前記リード構成部材の前記一方面および前記溝部の内面にリードめっき
層を形成するめっき工程と、前記ダイシングラインに沿って、前記所定幅よりも狭い幅で
、前記リード構成部材および前記封止樹脂を貫通して除去する除去工程と、を含むことを
特徴とする、半導体装置の製造方法である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１４】
　また、請求項１記載の発明は、所定方向に間隔を隔てて設けられ、半導体チップがそれ
ぞれダイボンディングされる複数のダイパッドと、前記複数のダイパッドの各間において
前記所定方向に延び、一方面が前記ダイパッドの一方面と同一平面上に配置され、前記所
定方向に延びる溝を前記一方面に有するリード構成部材とを一体的に備えるリードフレー
ムを用いて、半導体装置を製造する方法であって、各前記ダイパッドの前記一方面と反対
側の他方面上に半導体チップをダイボンディングするとともに、各前記半導体チップを前
記リード構成部材と電気的に接続するボンディング工程と、前記ダイパッドの前記一方面
および前記リード構成部材の前記一方面が露出するように、前記溝に埋設された保護部材
を含む前記リードフレームおよび前記半導体チップを封止樹脂により封止する樹脂封止工
程と、前記樹脂封止工程の後、前記保護部材を除去する保護部材除去工程と、半田濡れ性
を有する金属材料を用いためっきにより、前記リード構成部材の前記一方面および前記溝
の内面にリードめっき層を形成するめっき工程と、前記溝を前記所定方向と直交する方向
に横切るダイシングラインに沿って、前記溝の前記所定方向の幅よりも狭い幅で、前記リ
ード構成部材および前記封止樹脂を貫通して除去する除去工程と、を含むことを特徴とす
る、半導体装置の製造方法である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　この方法によれば、リードフレームのダイパッドの一方面と反対側の他方面上に半導体
チップがダイボンディングされた後、半導体チップとリード構成部材とが電気的に接続さ
れる。一方、リード構成部材の溝には保護部材が埋設されている。保護部材が埋設された
溝には、ダイパッドの一方面およびリード構成部材の一方面が露出するように、リードフ
レームおよび半導体チップが封止樹脂により封止される。このとき、溝には、保護部材が
埋設されているので、封止樹脂が入り込まない。そして、封止樹脂による封止後、溝に埋
設されていた保護部材が除去されることにより、溝の内面が露出する。その後は、リード
構成部材の一方面および保護部材の除去により露出した溝の内面に、リードめっき層が形
成される。そして、ダイパッドの配列方向（所定方向）に直交する方向に沿って、溝の所
定幅よりも狭い幅で、リード構成部材および封止樹脂が貫通して除去される。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、ダイパッドの一方面が、リード構成部材の一方面と同一平面上に形成されている
ので、リードフレームを封止用金型に入れて樹脂封止する際、ダイパッドの位置ずれを抑
制することができる。
　また、請求項２記載の発明は、前記リード構成部材は、前記ダイパッドを取り囲むフレ
ーム部と、基端部が前記フレーム部に接続されていて、遊端部が前記フレーム部に対して
前記所定方向両側に前記ダイパッドに向けて延びる複数のリードと、前記フレーム部を挟
んで対向する前記リードの基端部間に前記所定方向に延びる溝とを有し、前記除去工程は
、前記リードの基端部側に、相対的に外側に配置される外側端面と、相対的に内側に配置
され、前記外側端面との間に段差を有する内側端面とが形成されるように、前記フレーム
部から前記リードを切り離す工程を含む、請求項１に記載の半導体装置の製造方法である
。
　また、請求項３記載の発明は、前記リードの切り離しの際に前記外側端面に生じるばり
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の長さが、前記溝の深さよりも短い、請求項２に記載の半導体装置の製造方法である。
　また、請求項４記載の発明は、前記リードの遊端部に、前記リードの本体よりも薄い抜
け止め部を形成する工程を含む、請求項２または３に記載の半導体装置の製造方法である
。
　また、請求項５記載の発明は、前記リードの前記外側端面と前記内側端面との、上下方
向における長さの比（外側端面／内側端面）が、１未満である、請求項２～４のいずれか
一項に記載の半導体装置の製造方法である。
　また、請求項６記載の発明は、前記溝に、前記保護部材を埋設する保護部材埋設工程を
含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法である。
　また、請求項７記載の発明は、前記保護部材埋設工程を、前記ボンディング工程後に行
う、請求項６に記載の半導体装置の製造方法である。
　また、請求項８記載の発明は、前記ボンディング工程に先立って、前記リード構成部材
に前記溝を形成する工程を含む、請求項１～７のいずれか一項に記載の半導体装置の製造
方法である。
　また、請求項９記載の発明は、前記リードめっき層を構成する前記金属材料が、Ｐｄ、
Ｓｎ、Ｓｎ－Ｃｕ、Ｓｎ－Ａｇ、Ｓｎ－Ｂｉのいずれかである、請求項１～８のいずれか
一項に記載の半導体装置の製造方法である。
　また、請求項１０記載の発明は、前記抜け止め部を、前記リードに対する潰し加工によ
り形成する、請求項４に記載の半導体装置の製造方法である。
　また、請求項１１記載の発明は、前記保護部材として、有機レジスト、金属レジスト、
半田、金属めっき層、粘着剤のいずれかを用いて前記保護部材埋設工程を行う、請求項１
～１０のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法である。
　また、請求項１２記載の発明は、前記リード構成部材の一部を、前記所定方向と直交す
る方向に横切るダイシングラインに沿ってダイシングすることにより、前記溝を形成する
工程を含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法である。
　また、請求項１３記載の発明は、前記保護部材除去工程は、ウェットエッチング、ドラ
イエッチング、前記リードフレームおよび前記半導体チップの封止時に発生する封止熱に
よる分解のいずれかにより、前記保護部材を除去する工程を含む、請求項１～１２のいず
れか一項に記載の半導体装置の製造方法である。
　また、請求項１４記載の発明は、ウェットエッチングによる前記保護部材除去工程にお
いて、アルカリ性水溶液をエッチング液として用いる、請求項１３に記載の半導体装置の
製造方法である。
　また、請求項１５記載の発明は、ウェットエッチングによる前記保護部材除去工程にお
いて、酸性水溶液をエッチング液として用いる、請求項１３に記載の半導体装置の製造方
法である。
　また、請求項１６記載の発明は、前記保護部材除去工程は、アルカリ性水溶液をエッチ
ング液として用いるウェットエッチングにより、有機レジストからなる前記保護部材を除
去する工程を含む、請求項１１に記載の半導体装置の製造方法である。
　また、請求項１７記載の発明は、前記保護部材除去工程は、酸性水溶液をエッチング液
として用いるウェットエッチングにより、金属レジストからなる前記保護部材を除去する
工程を含む、請求項１１に記載の半導体装置の製造方法である。
　また、請求項１８記載の発明は、前記除去工程は、前記溝の底面側からダイシングソー
を入れることにより、前記リード構成部材および前記封止樹脂を除去する工程を含む、請
求項１～１７のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法である。
　また、請求項１９記載の発明は、前記溝を、エッチングにより形成する、請求項８に記
載の半導体装置の製造方法である。
　さらに、半導体装置の発明は、半導体チップと、前記半導体チップが一方面にダイボン
ディングされるダイパッドと、前記ダイパッドとの対向方向に延び、一方面が前記ダイパ
ッドの前記一方面と同一平面上に配置され、前記半導体チップと電気的に接続されるリー
ドと、前記半導体チップ、前記ダイパッドおよび前記リードを、前記ダイパッドの前記一
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方面、ならびに前記リードの前記一方面および前記ダイパッドと対向する内端面と反対側
の外端面が露出するように封止する封止樹脂とを備え、前記リードの前記外端面は、前記
リードの前記外端面側の端部が前記一方面側から掘り下げられることにより、相対的に外
側に配置される外側端面と、相対的に内側に配置され、前記外側端面との間に段差を有す
る内側端面とを含み、前記リードの前記一方面および前記内側端面には、半田濡れ性を有
する金属材料からなるリードめっき層が形成されていることを特徴とする、半導体装置で
ある。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　図１０は、図１に示す半導体装置の実装状態を示す図解的な断面図である。
　上記のように得られた半導体装置１は、配線基板２１の表面２１１、つまりランド２２
が形成されている面に対して、リード４の本体部８の下面８２を対向させて表面実装され
る。
　ランド２２上には、クリーム半田２３が塗られている。この半導体装置を配線基板２１
に表面実装する際には、そのクリーム半田２３およびリードめっき層１０を介して、リー
ド４の本体部８の下面８２がランド２２に対して接合される。
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